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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜した側壁により形成される開口部を有する隔壁と、
　前記隔壁の開口部に形成された第１電極層と、
　前記第１電極層の上方に形成された有機機能層と、
　前記有機機能層上に形成された第２電極層と、を具備し、
　前記第１電極層は、前記第１電極層の端部が前記隔壁の側壁に乗り上げるように接触し
、前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部のみに、上方に開口した凹部を有する
　表示パネル装置。
【請求項２】
　前記第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部は、前記第１電極層の上方に
形成された前記有機機能層によって覆われている
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項３】
　前記第１電極層は金属層である、
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項４】
　前記第１電極層と前記有機機能層との間に介在し、前記第１電極層の酸化を防止する透
明導電層を設け、
　前記第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部は、前記透明導電層によって
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覆われている
　請求項３記載の表示パネル装置。
【請求項５】
　前記第１電極層は透明導電膜である、
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項６】
　前記有機機能層は、有機ＥＬ層を含む
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項７】
　前記第１電極層は、陽極金属層であり、
　前記第２電極層は、陰極金属層であり、
　前記有機機能層は、有機ＥＬ層及び正孔注入層を含む
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項８】
　前記第１電極層は、陽極金属層であり、
　前記第２電極層は、陰極金属層であり、
　前記有機機能層は、有機ＥＬ層、正孔輸送層、及び正孔注入層、を含む
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項９】
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に電流を流し前記有機機能層に含まれる有機Ｅ
Ｌ層を発光させる駆動トランジスタを含む薄膜トランジスタ層を前記第１電極層の下方に
設け、
　前記有機ＥＬ層と前記薄膜トランジスタ層との間に、前記有機ＥＬ層と前記薄膜トラン
ジスタ層との間を平坦化する平坦化膜が設けられている
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１０】
　前記平坦化膜層と前記隔壁とは別部材にて形成されている
　請求項９記載の表示パネル装置。
【請求項１１】
　前記平坦化膜層と前記隔壁とは同一部材にて一体に形成されている
　請求項９記載の表示パネル装置。
【請求項１２】
　前記周縁部の内側の前記第１電極層はほぼ平坦である
　請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の表示パネル装置を備えた表示装置。
【請求項１４】
　基台上に、傾斜した側壁により形成される開口部を有する隔壁を形成する第１工程と、
　所定の薄膜形成法にて、前記隔壁の上面から前記開口部の底面に渡って第１電極層を形
成する第２工程と、
　前記第１電極層の端部が前記隔壁の側壁と接触した状態を維持しつつ、前記第１電極層
の前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部に、上方に開口した凹部が形成される
ように、エッチング処理にて前記第１電極層をパターニングする第３工程と、
　前記上方に開口した凹部を埋めるように、前記第１電極層の上層を構成する層を形成す
る第４工程と、
　前記第１電極層の上方に第２電極層を形成する第５工程と、を含む
　表示パネル装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第４工程において、前記第１電極層の上層を構成する層は、前記第１電極層の形成
面積より大きい形成面積で形成され、前記第１電極層の周縁部に形成された上方に開口し
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た凹部を埋める、
　請求項１４記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第４工程において、前記第１電極層の前記凹部を埋める層は有機機能層である
　請求項１４から請求項１５のいずれか１項に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第２工程において前記第１電極層を形成した後、前記第３工程において前記第１電
極層をパターニングする前に、前記第１電極層上に透明導電層を形成し、
　前記第３工程において、前記透明導電層の所定の位置に、フォトリソグラフィーにより
レジストを配置し、前記レジストをマスクにした第１のエッチングにより前記透明導電層
をパターニングし、さらに、前記レジストをマスクにした第２のエッチングにより前記第
１電極層をパターニングする
　請求項１５に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記第４工程において、前記第１電極層の凹部を埋める層は、前記第１電極層の酸化を
防止する透明導電層であり、
　さらに、前記透明導電層と前記第２電極層との間に有機機能層を形成する工程を含む
　請求項１４又は請求項１５に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第３工程において、前記第１電極層上の所定の位置に、フォトリソグラフィーによ
り第１のレジストを配置し、前記第１のレジストをマスクにして前記第１電極層をパター
ニングし、
　前記第４工程において、前記第１のレジストを除去した後、パターニングされた前記第
１電極層を覆うように前記透明導電層を成膜し、前記透明導電層上の所定の位置に、フォ
トリソグラフィーにより第２のレジストを配置し、前記第２のレジストをマスクにしたエ
ッチングにより前記透明導電層をパターニングする
　請求項１８に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第２工程と前記第３工程とは、同一の工程であって、前記平坦化膜と前記隔壁とを
同一部材にて一体に形成する
　請求項１４から請求項１９のいずれか１項に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記所定の薄膜形成法は、スパッタリング法である
　請求項１４から請求項２０のいずれか１項に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記第１電極層は、陽極金属層であり、
　前記第２電極層は、陰極金属層であり、
　前記有機機能層は、有機ＥＬ層と前記陽極金属層からの正孔を前記有機ＥＬ層に注入す
る正孔注入層とを含み、
　前記正孔注入層の形成は前記所定の薄膜形成法にて行われ、前記有機ＥＬ層の形成はイ
ンクジェットによる有機材料の塗布にて行われる
　請求項１４から請求項２１のいずれか１項に記載の表示パネル装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第３工程において、前記第１電極層の端部を前記隔壁の側壁に乗り上げるように接
触させる
　請求項１４に記載の表示パネル装置の製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示パネル装置および表示パネル装置の製造方法に関し、特に有機ＥＬ表示
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パネル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示パネル装置は、有機化合物の電界発光現象を利用した発光表示パネル装置
であり、携帯電話機などに用いられる小型の表示パネル装置として実用化されている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示パネル装置は、画素ごとに独立に発光制御可能な複数の有機ＥＬ素子を基
板上に配列して構成される。
【０００４】
　典型的な有機ＥＬ表示パネル装置は、基板上に、駆動回路、画素ごとに分離された画素
電極（例えば陽極）、有機機能層、共通電極（例えば陰極）を備えている。有機機能層は
、少なくとも有機化合物からなる有機ＥＬ層を含み、さらに、電子注入層、電子輸送層、
正孔輸送層、正孔注入層などの複数の機能層のうちの１つ以上が積層されてもよい。
【０００５】
　このように構成された有機ＥＬ表示パネル装置において、陽極および陰極から正孔注入
層、電子輸送層などを介して有機ＥＬ層へ電荷が注入され、注入された電荷が有機ＥＬ層
内で再結合することによって、発光が生じる。
【０００６】
　このような有機ＥＬ表示パネル装置の一例が、例えば特許文献１および特許文献２に開
示されている。
【０００７】
　図８（Ａ）は、特許文献１に開示される有機ＥＬ表示装置８００の要部を示す断面図で
ある。有機ＥＬ表示装置８００は、基板８０１、駆動トランジスタ８０２、絶縁膜８０３
、画素電極８０４、バンク膜８０５、発光材料層８０６、および対向電極８０７を備えて
いる。
【０００８】
　図８（Ｂ）は、特許文献２に開示される有機発光表示装置９００の要部を示す断面図で
ある。有機発光表示装置９００は、基板９０１、薄膜トランジスタ９０２、平坦化膜９０
３、第１画素電極９０４、画素定義膜９０５、有機ＥＬ層９０６、および第２画素電極９
０７を備えている。
【０００９】
　有機ＥＬ表示装置８００のバンク膜８０５、および有機発光表示装置９００の画素定義
膜９０５はいずれも、絶縁性の材料にて個々の画素電極上の好適範囲に開口部を設けて形
成されており、個々の画素の発光領域を開口部内に規定する隔壁として機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－１２３２８６号公報
【特許文献２】特開２００８－７２０７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の有機ＥＬ表示パネル装置では、バンク膜８０５や画素定義膜９０
５といった隔壁の開口部の輪郭近傍において発光機能が失われ、発光領域が縮小するとい
う不具合（画素の劣化）が起こることが知られている。
【００１２】
　図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、従来技術に係る有機ＥＬ表示パネル装置において、そのよ
うな不具合が起こる過程を、単純化された有機ＥＬ素子７００の例で説明する図である。
【００１３】
　有機ＥＬ素子７００の製造において、画素電極７０４（上述の画素電極８０４および第
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１画素電極９０４）は、例えばスパッタリング法などの薄膜形成法にて、基板７０１の全
面に金属層等の薄膜層７０４Ａを形成し、次に、レジスト７０４Ｍをマスクとして用いた
エッチング処理により、薄膜層７０４Ａの不要領域を剥離し、必要領域のみ残すことで形
成される（図９（Ａ））。
【００１４】
　しかし、湿式エッチング処理にて画素電極７０４を形成する場合、エッチング液が画素
電極７０４の側面に回り込むことで、画素電極７０４の端面には、側方へ開口した凹部が
形成される（図９（Ｂ））。その状態で、例えば湿式法、スパッタリング法などの薄膜形
成法にて画素電極７０４の上に隔壁７０５（上述のバンク膜８０５および画素定義膜９０
５）を積層すると、前記凹部は閉じた空洞７０８になる。
【００１５】
　このような空洞７０８に溜まった空気、水分が、矢印７０９で示されるように、完成し
た有機ＥＬ素子７００の、特には有機ＥＬ層７０６などに入り込み、有機ＥＬ層７０６を
劣化させ、デバイス特性を低下させ、あるいは寿命を劣化するなどの原因となる（図９（
Ｃ））。
【００１６】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、従来よりも高い信頼性が
得やすい構造の表示パネル装置、およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上述した課題を解決するために、本発明の表示パネル装置は、傾斜した側壁により形成
される開口部を有する隔壁と、前記隔壁の開口部に形成された第１電極層と、前記第１電
極層の上方に形成された有機機能層と、前記有機機能層上に形成された第２電極層と、を
具備し、前記第１電極層は、前記第１電極層の端部が前記隔壁の側壁に乗り上げるように
接触し、前記第１電極層の前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部のみに、上方
に開口した凹部を有する。 
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る表示パネル装置によると、前記第１電極層は、前記第１電極層の前記隔壁
の側壁と接触する端部に近接する周縁部のみに、上方に開口した凹部を有している。 
【００１９】
　その状態で、印刷法で電荷注入層、発光層などの原料であるインクを前記第１電極層の
上に形成した場合であっても、前記インクは、第１電極層の周縁部に設けられた上方に開
口した凹部の中にも入り込み、空洞の発生を防止できる。
【００２０】
　あるいは、スパッタリング法などの薄膜形成法にて前記第１電極層の上にＩＴＯ（イン
ジウムスズ酸化物）、あるいは金属酸化物の電荷注入層などの別の薄膜を形成しても、前
記別の薄膜は第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部の中にも形成され、空
洞の発生を防止できる。
【００２１】
　その結果、前記第１電極層と前記有機機能層との間に空洞が生じることを防止し、デバ
イス特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１（Ａ）、（Ｂ）は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置の要部の構
造の一例を示す平面図および断面図である。
【図２】図２（Ａ）～（Ｆ）は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置の製造工程
の一例を示す断面図である。
【図３】図３（Ａ）～（Ｃ）は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置の製造工程
の一例を示す断面図である。
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【図４】図４は、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示パネル装置の構造の一例を示す断面図
である。
【図５】図５（Ａ）～（Ｄ）は、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示パネル装置の製造工程
の一例を示す断面図である。
【図６】図６は、実施の形態３に係る有機ＥＬ表示パネル装置の構造の一例を示す断面図
である。
【図７】図７（Ａ）～（Ｅ）は、実施の形態３に係る有機ＥＬ表示パネル装置の製造工程
の一例を示す断面図である。
【図８】図８（Ａ）、（Ｂ）は、従来技術に係る有機ＥＬ表示装置の構造の一例を示す断
面図である。
【図９】図９（Ａ）～（Ｃ）は、従来技術に係る有機ＥＬ表示装置の課題を説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の表示パネル装置の１つの態様は、傾斜した側壁により形成される開口部を有す
る隔壁と、前記隔壁の開口部に形成された第１電極層と、前記第１電極層の上方に形成さ
れた有機機能層と、前記有機機能層上に形成された第２電極層と、を具備し、前記第１電
極層は、前記第１電極層の端部が前記隔壁の側壁に乗り上げるように接触し、前記第１電
極層の前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部のみに、上方に開口した凹部を有
する。ここで、周縁部の内側の前記第１電極層はほぼ平坦であってもよい。 
【００２４】
　本態様によると、前記第１電極層は、前記第１電極層の前記隔壁の側壁と接触する端部
に近接する周縁部のみに、上方に開口した凹部を有している。 
【００２５】
　その状態で、印刷法で電荷注入層、発光層などの原料であるインクを前記第１電極層の
上に形成した場合であっても、前記インクは、第１電極層の周縁部に設けられた上方に開
口した凹部の中にも入り込み、空洞の発生を防止できる。
【００２６】
　あるいは、スパッタリング法などの薄膜形成法にて前記第１電極層の上にＩＴＯ、ある
いは金属酸化物の電荷注入層などの別の薄膜を形成しても、前記別の薄膜は第１電極層の
周縁部に設けられた上方に開口した凹部の中にも形成され、空洞の発生を防止できる。
【００２７】
　その結果、前記第１電極層と前記有機機能層との間に空洞が生じることを防止し、デバ
イス特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
【００２８】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記第１電極層の周縁部に設けられ
た上方に開口した凹部は、前記第１電極層の上方に形成された前記有機機能層によって覆
われている。
【００２９】
　本態様によると、前記第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部は、前記有
機機能層によって覆われている。
【００３０】
　これにより、エッチング処理により第１電極層の周縁部分の形状が内部に窪んだ形状と
なった場合であっても、前記第１電極層の周縁部に設けられた前記内部に窪んだ凹部は、
上方に開口している。その状態で、前記第１電極層の上に有機機能層を形成すると、前記
有機機能層は、第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部の中にも形成される
ことになる。
【００３１】
　その結果、前記第１電極層と前記有機機能層との間に空洞が生じることを防止し、デバ
イス特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
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【００３２】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記第１電極層と前記有機機能層と
の間に介在し、前記第１電極層の酸化を防止する透明導電層を設け、前記第１電極層の周
縁部に設けられた上方に開口した凹部は、前記透明導電層によって覆われている。
【００３３】
　本態様によると、前記第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部は、前記透
明導電層によって覆われている。
【００３４】
　これにより、エッチング処理により第１電極層の周縁部分の形状が内部に窪んだ形状と
なった場合であっても、前記第１電極層の周縁部に設けられた前記内部に窪んだ凹部は、
上方に開口している。その状態で、前記第１電極層の上に透明導電層を形成すると、前記
透明導電層は、第１電極層の周縁部に設けられた上方に開口した凹部の中にも形成される
ことになる。
【００３５】
　その結果、前記第１電極層と前記透明導電層との間に空洞が生じることを防止し、デバ
イス特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
【００３６】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記有機機能層は、有機ＥＬ層を含
む。
【００３７】
　本態様によると、前記有機機能層は、有機ＥＬ層を含んでもよい。
【００３８】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記第１電極層は、陽極金属層であ
り、前記第２電極層は、陰極金属層であり、前記有機機能層は、有機ＥＬ層及び正孔注入
層を含む。
【００３９】
　本態様によると、前記第１電極層は、陽極金属層であり、前記第２電極層は、陰極金属
層であり、前記有機機能層は、有機ＥＬ層及び前記陽極金属層からの正孔を前記有機ＥＬ
発光層に注入する正孔注入層を含んでもよい。
【００４０】
　このことで、有機発光層への正孔注入特性が向上し、低電圧でも優れた発光特性の表示
パネル装置を実現できる。
【００４１】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記第１電極層は、陽極金属層であ
り、前記第２電極層は、陰極金属層であり、前記有機機能層は、有機ＥＬ層、正孔輸送層
、及び正孔注入層、を含む。
【００４２】
　本態様によると、前記第１電極層は、陽極金属層であり、前記第２電極層は、陰極金属
層であり、前記有機機能層は、有機ＥＬ層、正孔輸送層、及び正孔注入層、を含んでもよ
い。
【００４３】
　このことで、有機ＥＬ層への正孔注入特性がさらに向上し、より低電圧でも優れた発光
特性の表示パネル装置を実現できる。
【００４４】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記第１電極層と前記第２電極層と
の間に電流を流し前記有機機能層に含まれる有機ＥＬ層を発光させる駆動トランジスタを
含む薄膜トランジスタ層を前記第１の金属層の下方に設け、前記有機ＥＬ層と前記薄膜ト
ランジスタとの間に、前記有機ＥＬ層と前記薄膜トランジスタとの間を平坦化する平坦化
膜を設けた。
【００４５】
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　本態様によると、第１電極層の下方であって、前記第１電極層と前記薄膜トランジスタ
との間に、前記金属層と前記薄膜トランジスタとの間を平坦化する平坦化膜を設けてもよ
い。
【００４６】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記平坦化膜層と前記隔壁とは別部
材にて形成されている。
【００４７】
　本態様によると、前記平坦化膜層と前記隔壁とは別部材にて形成してもよい。
【００４８】
　また、本発明の表示パネル装置の１つの態様では、前記平坦化膜層と前記隔壁とは同一
部材にて一体に形成されている。
【００４９】
　本態様によると、前記平坦化膜層と前記隔壁とは同一部材にて一体に形成してもよい。
【００５０】
　また、本発明の表示装置の１つの態様は、前述の表示パネル装置を備えた表示パネル装
置である。
【００５１】
　本態様によると、前述の表示パネル装置を表示装置に適用してもよい。
【００５２】
　また、本発明の表示パネル装置の製造方法の１つの態様では、基台上に、傾斜した側壁
により形成される開口部を有する隔壁を形成する第１工程と、所定の薄膜形成法にて、前
記隔壁の上面から前記開口部の底面に渡って第１電極層を形成する第２工程と、前記第１
電極層の前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部に、上方に開口した凹部が形成
されるように、エッチング処理にて前記第１電極層をパターニングする第３工程と、前記
上方に開口した凹部を埋めるように、前記第１電極層の上層を構成する層を形成する第４
工程と、前記第１電極層の上方に第２電極層を形成する第５工程と、を含む。
　前記第３工程において、前記第１電極層の端部を前記隔壁の側壁に乗り上げるように接
触させてもよい。
【００５３】
　本態様によると、前記第１電極層の前記隔壁の側壁と接触する端部に近接する周縁部に
、上方に開口した凹部を形成する。
【００５４】
　その状態で、印刷法で電荷注入層、発光層などの原料であるインクを前記第１電極層の
上に形成した場合であっても、前記インクは、第１電極層の周縁部に設けられた上方に開
口した凹部を埋めて、空洞の発生を防止できる。
【００５５】
　あるいは、スパッタリング法などの薄膜形成法にて前記第１電極層の上にＩＴＯ、ある
いは金属酸化物の電荷注入層などの別の薄膜を形成しても、前記別の薄膜は第１電極層の
周縁部に設けられた上方に開口した凹部を埋めて、空洞の発生を防止できる。
【００５６】
　その結果、前記第１電極層と前記有機機能層との間に空洞が生じることを防止し、デバ
イス特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
【００５７】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記第４工程において、前
記第１電極層の上層を構成する層は、前記第１電極層の形成面積より大きい形成面積で形
成され、前記第１電極層の周縁部に形成された上方に開口した凹部を埋めてもよい。
【００５８】
　本態様によれば、陽極として作用する前記第１電極層の上に、キャビティー調整により
光取り出し効率を向上させる目的などのためＩＴＯなどの透明導電層を形成する場合、Ｉ
ＴＯは前記内部に窪んだ形状となった第１電極層の端部の中にも積層されることになる。
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その結果、前記第１電極層と前記有機機能層との間に空洞が生じることを防止し、デバイ
スとして特性を安定させ、また、寿命の低下を防止できる。
【００５９】
　さらには、前記第１電極層の形成面積より大きく形成するため、第１電極層のパターニ
ングの際のエッチング用マスクの位置合わせ精度の要求を緩めることができる。その結果
、表示パネルの製造歩留まり、生産性を向上できるようになる。
【００６０】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記第４工程において、前
記第１電極層の上層を構成する層は有機機能層であってもよい。
【００６１】
　その場合、前記第２工程において前記第１電極層を形成した後、前記第３工程において
前記第１電極層をパターニングする前に、前記第１電極層上に透明導電層を形成し、前記
第３工程において、前記透明導電層の所定の位置に、フォトリソグラフィーによりレジス
トを配置し、前記レジストをマスクにした第１のエッチングにより前記透明導電層をパタ
ーニングし、さらに、前記レジストをマスクにした第２のエッチングにより前記第１電極
層をパターニングしてもよい。
【００６２】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記第４工程において、前
記第１電極層の上層を構成する層は、前記第１電極層の酸化を防止する透明導電層であり
、前記透明導電層と前記第２電極層との間に有機機能層を形成する工程を含んでもよい。
【００６３】
　その場合、前記第３工程において、前記第１電極層上の所定の位置に、フォトリソグラ
フィーにより第１のレジストを配置し、前記第１のレジストをマスクにして前記第１電極
層をパターニングし、前記第４工程において、前記第１のレジストを除去した後、パター
ニングされた前記第１電極層を覆うように前記透明導電層を成膜し、前記透明導電層上の
所定の位置に、フォトリソグラフィーにより第２のレジストを配置し、前記第２のレジス
トをマスクにしたエッチングにより前記透明導電層をパターニングしてもよい。
【００６４】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記第２工程と前記第３工
程とは、同一の工程であって、前記平坦化膜と前記隔壁とを同一部材にて一体に形成して
もよい。
【００６５】
　本態様によると、前記第２工程と前記第３工程とは、同一の工程であって、前記平坦化
膜と前記隔壁とを同一部材にて一体に形成してもよい。このことで平坦化膜の形成時に隔
壁も一括して形成できることとなり、製造工程の簡素化、歩留まりの向上、低コスト化を
実現できる。
【００６６】
　また、平坦化膜と隔壁が同一部材（同種の有機材料）により形成されるため平坦化膜と
隔壁との熱膨張率、ガラス転移点などの物理的特性を同一とすることができる。このこと
により、平坦化膜と隔壁の材料が異なる場合のような別部材で形成された場合に比較して
、前記部材の熱硬化プロセスを一括で行うことができる。
【００６７】
　すなわち、別部材とした場合のような、一旦は熱硬化した平坦化膜が隔壁の熱硬化プロ
セスで再び熱硬化収縮し、薄膜トランジスタ部分に熱歪を発生させて特性が変化するとい
った悪影響を及ぼすことを回避できるようになる。
【００６８】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記所定の薄膜形成法は、
スパッタリング法である。
【００６９】
　本態様によると、前記所定の薄膜形成法として、スパッタリング法を用いてもよい。
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【００７０】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法の１つの態様では、前記第１電極層は、陽極金
属層であり、前記第２電極層は、陰極金属層であり、前記有機機能層は、有機ＥＬ層と前
記陽極金属層からの正孔を前記有機ＥＬ層に注入する正孔注入層とを含み、前記正孔注入
層の形成は前記所定の薄膜形成法にて行われ、前記有機ＥＬ層の形成はインクジェットに
よる有機材料の塗布にて行われる。
【００７１】
　本態様によると、前記正孔注入層の形成を前記所定の薄膜形成法にて行い、前記有機Ｅ
Ｌ層の形成をインクジェットによる有機材料の塗布にて行ってもよい。
【００７２】
　以下では、本発明に係る表示パネル装置、その製造方法、および表示パネル装置を用い
た表示装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００７３】
　（実施の形態１）
　まず、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置、その製造方法、および有機ＥＬ表
示パネル装置を用いた表示装置について説明する。
【００７４】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の構造）
　図１（Ａ）は、本発明の実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置１００の要部の構
造の一例を示す平面図である。有機ＥＬ表示パネル装置１００は、本発明の表示パネル装
置の一例である。
【００７５】
　図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示されるＡＡ’線に沿った有機ＥＬ表示パネル装置１００
の切断面を示す断面図である。
【００７６】
　有機ＥＬ表示パネル装置１００は、薄膜トランジスタ層１０１、駆動トランジスタ１０
２、平坦化膜１０３、画素電極１０４、正孔注入層１１３、隔壁１０５、有機ＥＬ層１０
６、共通電極１０７、および封止膜１１４が、図示しない基台上に積層されて構成されて
いる。
【００７７】
　ここで、画素電極１０４が本発明の第１電極層の一例であり、陽極金属層として用いら
れる。共通電極１０７が本発明の第２電極層の一例であり、陰極金属層として用いられる
。また、正孔注入層１１３および有機ＥＬ層１０６の積層体が本発明の有機機能層の一例
である。
【００７８】
　駆動トランジスタ１０２は、画素電極１０４と共通電極１０７との間に電流を流し有機
ＥＬ層１０６を発光させる。なお、駆動トランジスタ１０２は、周知の薄膜トランジスタ
であり、詳細な図示は省略されている。
【００７９】
　隔壁１０５には、傾斜した側壁により形成される開口部が、画素に対応して設けられて
いる。
【００８０】
　画素電極１０４は、隔壁１０５の開口部において、端部が隔壁１０５の側壁と接触する
ように形成されており、隔壁１０５の側壁と接触する当該端部に近接する周縁部に、上方
に開口した、特徴的な凹部を有している。
【００８１】
　画素電極１０４の凹部は、後ほど詳しく述べるように、隔壁１０５の上面から開口部の
底面に渡って配置した金属膜をエッチングして画素電極１０４を形成する際にできる。こ
の凹部は、上方へ開口しているために、画素電極１０４の上面に設けられる正孔注入層１
１３によって埋められる。
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【００８２】
　このような構造によれば、従来技術とは異なり、画素電極１０４の端面に側方へ開口し
た凹部ができないので、不具合の原因となる空洞ができにくい。
【００８３】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の製造方法）
　次に、本発明に係る表示パネル装置の製造方法について説明する。本発明に係る表示パ
ネル装置の製造方法は、上述したような形状の凹部を持つ画素電極を形成する工程を含む
ことによって特徴付けられる。
【００８４】
　以下、本発明の実施の形態に係る表示パネル装置の製造方法について、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００８５】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方法の一例
を説明する工程断面図である。有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方法は、本発明の表
示パネル装置の製造方法の一例である。
【００８６】
　なお、以下で説明する個々の工程は一般的なプロセス技術を用いて実施できるため、プ
ロセス条件などの詳細な説明は適宜省略する。また、以下で示す材料およびプロセスは１
つの典型例であって、本発明の表示パネル装置およびその製造方法を限定するものではな
い。適性が知られている他の材料およびプロセスを代用した場合も本発明に含まれる。
【００８７】
　図示しない基台上に、駆動トランジスタ１０２を含む薄膜トランジスタ層１０１を形成
し、薄膜トランジスタ層１０１の上面に、ＳｉＮ（シリコン窒化物）、ＳｉＯｘ（シリコ
ン酸化物）などの絶縁性の無機材料、またはアクリル、ポリイミド、ゾルゲルなどの絶縁
性の有機材料からなる平坦化膜１０３を全面に形成する（図２（Ａ））。
【００８８】
　平坦化膜１０３上に、ＳｉＮ、ＳｉＯｘなどの絶縁性の無機材料、またはアクリル、ポ
リイミド、ゾルゲルなどの絶縁性の有機材料からなる隔壁１０５を形成する（図２（Ｂ）
）。隔壁１０５の開口部はエッチングやフォトリソグラフィーにて形成される。
【００８９】
　平坦化膜１０３と隔壁１０５とは、同一の工程で、同一部材にて一体に形成されてもよ
く、また、別々の工程で、別部材にて形成されてもよい。
【００９０】
　隔壁１０５の開口部に、画素電極１０４を形成する（図２（Ｃ））。ここで、画素電極
１０４の形成方法について、詳細に説明する。
【００９１】
　図３は、画素電極１０４の形成方法の一例を説明する工程断面図である。
【００９２】
　まず、アルミニウム、銀パラジウム銅合金などの反射率、導電率の高い金属からなる金
属膜１０４Ａを、隔壁１０５の上面から開口部の底面に渡って形成する。金属膜１０４Ａ
は、例えば、平坦化膜１０３および隔壁１０５上の全面に形成してもよい。金属膜１０４
Ａの隔壁１０５の開口部に位置する部分の上にレジスト１０４Ｍを配置する（図３（Ａ）
）。
【００９３】
　レジスト１０４Ｍをマスクにして、金属膜１０４Ａをエッチングすることにより、画素
電極１０４を形成する。エッチングには、例えばリン酸、硝酸、酢酸の混合液を用いたウ
ェットエッチングを用いてもよく、また、例えば塩素系ガスを用いたドライエッチングを
用いてもよい。
【００９４】
　例えばウェットエッチングを用いた場合、金属膜１０４Ａのレジスト１０４Ｍに被覆さ
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れていない部分が最初に除去されて隔壁１０５の上面と側壁の一部とが露出する。その後
、レジスト１０４Ｍと隔壁１０５の斜面との隙間から進入するエッチング液によって、画
素電極１０４には、隔壁１０５の側壁と接触する端部に近接する周縁部において、上方へ
開口した特徴的な凹部が形成される（図３（Ｂ１））。ドライエッチングを用いた場合も
同様にして、画素電極１０４の周縁部には、ウェットエッチングの場合よりもさらにシャ
ープな形状の凹部が形成される（図３（Ｂ２））。
【００９５】
　図３（Ｂ１）、（Ｂ２）に示されるように、画素電極１０４の形状は、その端部が隔壁
１０５の側壁に乗り上げるように接触していること、およびその端部に近接する周縁部に
上方に開口した凹部があることによって特徴付けられる。
【００９６】
　レジスト１０４Ｍを除去し、ＷＯＸ（タングステン酸化物）、ＷＭｏ（タングステンモ
リブデン合金）、ＮｉＯ（ニッケル酸化物）といった、正孔注入機能を有する材料からな
る膜１１３Ａを、画素電極１０４の形成面積より大きい形成面積で、例えば全面に、形成
する（図３（Ｃ））。画素電極１０４にできた凹部は、この膜１１３Ａによって埋められ
るので、空洞にならない。
【００９７】
　再び、図２を参照して、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造工程の残部を説明する。
【００９８】
　膜１１３Ａをエッチングして、画素電極１０４の面積より大きい面積で正孔注入層１１
３を形成する。画素電極１０４にできた凹部は、正孔注入層１１３によって覆われている
（図２（Ｄ））。
【００９９】
　隔壁１０５と上層との密着性を高めるため、ドライエッチングでＣＦ４（４フッ化メタ
ン）処理、ＨＭＤＳ（ヘキサメチルジンラザン）などの蒸気塗布にて、撥水性処理を行う
（図２（Ｅ））。
【０１００】
　Ａｌｑ３（アルミキノリノール錯体）などの電界発光機能を有する有機材料を含む機能
液をインクジェットにより塗布することにより、有機ＥＬ層１０６を形成する。さらに、
共通電極１０７、封止膜１１４を形成して、有機ＥＬ表示パネル装置１００が完成する（
図２（Ｆ））。
【０１０１】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２に係る有機ＥＬ表示パネル装置、およびその製造方法について説明
する。
【０１０２】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の構造）
　図４は、本発明の実施の形態２に係る有機ＥＬ表示パネル装置２００の要部の構造の一
例を示す断面図である。有機ＥＬ表示パネル装置２００は、本発明の表示パネル装置の一
例である。有機ＥＬ表示パネル装置２００では、図１（Ｂ）に示される実施の形態１の有
機ＥＬ表示パネル装置１００と比べて、画素電極１０４と正孔注入層１１３との間に透明
導電層である透明導電層１０８が追加される。
【０１０３】
　透明導電層１０８が画素電極１０４と正孔注入層１１３との間に介在することで、画素
電極１０４の酸化を防止し、また、キャビティー調整により光取り出し効率を向上させる
。有機ＥＬ表示パネル装置２００では、画素電極１０４の周縁部において上方に開口した
凹部は透明導電層１０８で埋められ、透明導電層１０８は正孔注入層１１３で埋められる
。
【０１０４】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の製造方法）
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　次に、本発明の実施の形態２に係る有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法の一例を
説明する。有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法は、本発明の表示パネル装置の製造
方法の一例である。
【０１０５】
　有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法では、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造
方法と比べて、透明導電層１０８を形成する工程が追加される。以下では、有機ＥＬ表示
パネル装置２００の製造方法について、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方法と共通
する事項は適宜省略し、相違点について主に説明する。
【０１０６】
　図５（Ａ）～（Ｄ）は、有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法の要部の一例を説明
する工程断面図である。図５（Ａ）～（Ｄ）は、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方
法と同様の工程（図２（Ａ）～（Ｃ）、図３（Ａ）～（Ｃ））に従って、駆動トランジス
タ１０２を含む薄膜トランジスタ層１０１、平坦化膜１０３、隔壁１０５、および画素電
極１０４を形成した後に行われる工程を示している。
【０１０７】
　画素電極１０４および隔壁１０５上の全面に、ＩＴＯ、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物
）などからなる透明導電膜１０８Ａを成膜する（図５（Ａ））。画素電極１０４の周縁部
にできた凹部は、透明導電膜１０８Ａによって埋められるので、空洞にならない。
【０１０８】
　続いて、透明導電膜１０８Ａ上の隔壁１０５の開口部に位置する部分にレジスト１０８
Ｍを配置する（図５（Ｂ））。レジスト１０８Ｍをマスクにして、例えばシュウ酸、フッ
酸などのエッチング液を用いて透明導電膜１０８Ａをエッチングすることにより、透明導
電層１０８を形成する（図５（Ｃ））。
【０１０９】
　レジスト１０８Ｍを除去し、ＷＯＸ、ＷＭｏ、ＮｉＯといった、正孔注入機能を有する
材料からなる膜１１３Ａを、画素電極１０４および透明導電層１０８の形成面積より大き
い形成面積で、例えば全面に、形成する（図５（Ｄ））。透明導電層１０８にできた凹部
は、この膜１１３Ａによって埋められるので、空洞にならない。
【０１１０】
　この後、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方法と同様の工程（図２（Ｄ）～（Ｆ）
）に従って、正孔注入層１１３、有機ＥＬ層１０６、共通電極１０７、および封止膜１１
４を形成して、有機ＥＬ表示パネル装置２００が完成する。
【０１１１】
　本実施の形態２の有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法によれば、画素電極１０４
および透明導電層１０８は、レジスト１０４Ｍ、１０８Ｍを配置するための２回のフォト
リソグラフィー処理と、金属膜１０４Ａおよび透明導電膜１０８Ａをパターニングするた
めの２回のエッチング処理とを経て形成される。
【０１１２】
　（実施の形態３）
　次に、実施の形態３に係る有機ＥＬ表示パネル装置、およびその製造方法について説明
する。
【０１１３】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の構造）
　図６は、本発明の実施の形態３に係る有機ＥＬ表示パネル装置３００の要部の構造の一
例を示す断面図である。有機ＥＬ表示パネル装置３００は、本発明の表示パネル装置の一
例である。有機ＥＬ表示パネル装置３００では、実施の形態２の有機ＥＬ表示パネル装置
２００と同様、画素電極１０４と正孔注入層１１３との間に透明導電膜である透明導電層
１０８が設けられる。
【０１１４】
　透明導電層１０８が画素電極１０４と正孔注入層１１３との間に介在することで、画素
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電極１０４の酸化を防止し、また、キャビティー調整により光取り出し効率を向上させる
。
【０１１５】
　実施の形態２の有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造方法では、画素電極１０４および
透明導電層１０８がそれぞれ別個のマスクを用いたエッチング工程で形成されたのに対し
、有機ＥＬ表示パネル装置３００では、画素電極１０４と透明導電層１０８とが、同一の
マスクを用いたエッチング工程により形成される。そのため、画素電極１０４および透明
導電層１０８の端部の形状が、有機ＥＬ表示パネル装置２００と有機ＥＬ表示パネル装置
３００とで異なっている。
【０１１６】
　有機ＥＬ表示パネル装置３００では、画素電極１０４および透明導電層１０８の周縁部
において上方に開口した凹部が形成され、当該凹部は正孔注入層１１３で埋められる。
【０１１７】
　（有機ＥＬ表示パネル装置の製造方法）
　次に、本発明の実施の形態３に係る有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法の一例を
説明する。有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法は、本発明の表示パネル装置の製造
方法の一例である。
【０１１８】
　有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法では、有機ＥＬ表示パネル装置２００の製造
方法と比べて、画素電極１０４および透明導電層１０８を形成する工程が変更される。以
下では、有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法について、有機ＥＬ表示パネル装置１
００、２００の製造方法と共通する事項は適宜省略し、相違点について主に説明する。
【０１１９】
　図７（Ａ）～（Ｅ）は、有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法の要部の一例を説明
する工程断面図である。図７（Ａ）～（Ｅ）は、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方
法と同様の工程（図２（Ａ）～（Ｂ））に従って、駆動トランジスタ１０２を含む薄膜ト
ランジスタ層１０１、平坦化膜１０３、および隔壁１０５を形成した後に行われる工程を
示している。
【０１２０】
　アルミニウム、銀パラジウム銅合金などの反射率、導電率の高い金属からなる金属膜１
０４Ａを、隔壁１０５の上面から開口部の底面に渡って形成する。金属膜１０４Ａは、例
えば、平坦化膜１０３および隔壁１０５上の全面に形成してもよい。続いて、金属膜１０
４Ａをパターニングするよりも前に、ＩＴＯ、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）などから
なる透明導電膜１０８Ａを成膜する（図７（Ａ））。
【０１２１】
　透明導電膜１０８Ａ上の隔壁１０５の開口部に位置する部分にレジスト１０８Ｍを配置
する（図７（Ｂ））。レジスト１０８Ｍをマスクにして、例えばシュウ酸などのエッチン
グ液にて透明導電膜１０８Ａをエッチングすることにより、透明導電層１０８を形成する
（図７（Ｃ））。続いて、レジスト１０８Ｍをマスクにして、例えばリン酸、硝酸、酢酸
の混合液を用いたウェットエッチング、または、例えば塩素系ガスを用いたドライエッチ
ングにより金属膜１０４Ａをエッチングすることにより、画素電極１０４を形成する（図
７（Ｄ））。
【０１２２】
　レジスト１０８Ｍを除去し、ＷＯＸ、ＷＭｏ、ＮｉＯといった、正孔注入機能を有する
材料からなる膜１１３Ａを、画素電極１０４および透明導電層１０８の形成面積より大き
い形成面積で、例えば全面に、形成する（図７（Ｅ））。透明導電層１０８および画素電
極１０４の周縁部にできた凹部は、この膜１１３Ａによって埋められるので、空洞になら
ない。
【０１２３】
　この後、有機ＥＬ表示パネル装置１００の製造方法と同様の工程（図２（Ｄ）～（Ｆ）
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）に従って、正孔注入層１１３、有機ＥＬ層１０６、共通電極１０７、および封止膜１１
４を形成して、有機ＥＬ表示パネル装置３００が完成する。
【０１２４】
　本実施の形態３の有機ＥＬ表示パネル装置３００の製造方法によれば、画素電極１０４
および透明導電層１０８は、レジスト１０８Ｍを配置するための１回のフォトリソグラフ
ィー処理と、透明導電膜１０８Ａおよび金属膜１０４Ａをこの順にパターニングするため
の２回のエッチング処理とを経て形成される。
【０１２５】
　（変形例）
　以上、本発明の表示パネル装置およびその製造方法について、有機ＥＬ表示パネル装置
の例を用いて実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定される
ものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形
態に施したものも本発明の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明の表示パネル装置は、テレビジョンセット、携帯電話機、パーソナルコンピュー
タなどのあらゆる表示装置として利用できる。
【符号の説明】
【０１２７】
　　１００　　有機ＥＬ表示パネル装置
　　１０１　　薄膜トランジスタ層
　　１０２　　駆動トランジスタ
　　１０３　　平坦化膜
　　１０４　　画素電極
　　１０４Ａ　金属膜
　　１０４Ｍ　レジスト
　　１０５　　隔壁
　　１０６　　有機ＥＬ層
　　１０７　　共通電極
　　１０８　　透明導電層
　　１０８Ａ　透明導電膜
　　１０８Ｍ　レジスト
　　１１３　　正孔注入層
　　１１３Ａ　膜
　　１１４　　封止膜
　　７００　　有機ＥＬ素子
　　７０１　　基板
　　７０４　　画素電極
　　７０４Ａ　薄膜層
　　７０４Ｍ　レジスト
　　７０５　　隔壁
　　７０６　　有機ＥＬ層
　　７０８　　空洞
　　７０９　　矢印
　　８００　　有機ＥＬ表示装置
　　８０１　　基板
　　８０２　　駆動トランジスタ
　　８０３　　絶縁膜
　　８０４　　画素電極
　　８０５　　バンク膜
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　　８０６　　発光材料層
　　８０７　　対向電極
　　９００　　有機発光表示装置
　　９０１　　基板
　　９０２　　薄膜トランジスタ
　　９０３　　平坦化膜
　　９０４　　画素電極
　　９０５　　画素定義膜
　　９０６　　有機ＥＬ層
　　９０７　　画素電極

【図１】 【図２】
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